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MEMORIA DESCRIPTIVA PARA SOLICITAR PATENIE DE INVENCION

EN ESPANA POR "UN METODO PARA LA FABRICACION DE UN

I CONDENSADOR DE PELICULA PARA ALTA FRECUENCIA' A

NOMBRE DE_STANDARD ELECTRICA, S.A., CON DOMICILIO

EN_MADRID, CALLE DE RAMIREZ DE PRADO, N9, 5
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Se refiere aste invento a un método para la fabricacién de

un condensador de peligqla“pgra el uso en alta frecuencia.

A menudo se requiere la obtenciénde gondensaddres de pelf

cula con qﬂ ;ito valor de Q (factor de scalidéd) en alta frecuencia,

5 para su empléo en sintonizacién. Los condensadores de pelicula grue-
sa usuales que £%enen como dieléctrico titanato de bario no propor-
cionan unos valores de O adecuados con frecuéncias por encima de los

70 megaciclos debido a las propiedades de‘pérdida tan altas que tie-

ne el titanato de baric a frecuencias” élevadas.
10 Es’ﬁn”béjbto de ‘este invento 14 obténcién de un método de
fabricacién de ‘condensadores de pelfcula en los que se encuentren me-
A . i .

Jjoradas las caracteristicas eléctricas en alfas frecuencias.

Otré’ﬁbjéfb'ﬁé"ééié'iniéhfé"éé'lé"bbténcién de una compos#i
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cibn del dielécirico em gque ca@le mejoradas las caracteristicas eléc-

tricas en altas frecuencias;

Ctro objeto més del invento es la obtencién de unos conden-
sadores de pelicula en los que se encuentren mejorados los valores de
Q para altas frecuencias,

En un aspecto amplio de esta invento se refiere el mismo a
la obtencidn de una composicién de material dieléctrico qus compren~
de 100 portes en peso de dibxido de titanio y de 33,3 a 300 partes en
peso de un fritado de vidrio que contimne silice, borio, cadmio, bis-
muto, cinc y plomo.

En otro aspecto de este invento se refiere éstela un méto~
do para la fabricacién de un cendensador de pelicula que comprende
las etapas de formacidén de un depbésito de metal sobre un substrato,
la de un depbdsito dieldctrico sobre por lo menos una parte'de dicha
primera capa de matal, conteniendo dicho dieléctrico 100 partes en
peso aprozimadamente de didéxido de titanio y de 33,3 a 300 partes en
peso de un fritado de vidrio que contiene silice, boro,cadmio, bis-
muto, cinc ¥ plomo, cociendo dicho .dieléctrico a una temperatura de
unos 800 a 9002 C y depositando sobre dicho dieléctrico una segunda
capa de metal.

A continuacién se hace una breve descripcién del dibujo que

se acompaiia.

- La Fig. 1 es una vista en planta de un condensador de

pelicula.

- La Fige 2 es un corte del condensador de la Fig. 1 a lo

iargo de la linea X-X',

=~ La Fig. 3 es un corte de una realizacién del dieléctrico

que se muestra en la Fig. 2.

Se ha vistc que los condensadores de pelicula gruesa pueden
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" ser obtenidos con unos mejores valores de Q a frecuencias relativa-

mente altas usando un material dieléctrico que contenga dibdxido de
titanio y un fritado de vidrio que contenga elementos de silice, boro
cinc, cadmio, bismuto y plomo. En la realizacibén que es descrita a
continuacién el didéxido de titanio que se usd era un grado H.G. sumi-
nistrado por la divisién TAM de la National Lead Company y el fritado
de vidrio adecuado lo fue €l Frit 45 suministrado por GCeronics, Inc.
para el que estaba especificado que contendria un 8,6 aproximadamente
de plomo. En términos generales, el fritado de vidrio seleccionado
deberd ir totalmente de acuerdo con el coeficiente de temperatura
del substrato.sobre el que se vaya a formar el condensador de peli-
cula. También deberd ser tenido en cuenta que la debida eleccidn del
fritadode vidrio tiene gran importancia para le obtencién de las ca-
racteristices de funcionamiento que se deseen, debiéndo ser de una
composicidn similar a la del Frit 45,

En el método de fabricacidn de un condensador de pelicula
apropiado comenzamos con el substrato 1 que se muestra en las Figs.
1l y 2, E1l substrato 1 deberi tener un punto de fusién debidamente al=~
to y podréd ser de vidrio o de cerdmica. Las cerimicas tipicas que se
ha visto dan resultado satisfactorio son la al@imina, berilia y estea-
tita. En el ejemplo que se describe usamos alGmina.

En el paso siguiente de la fabricacibén del condensador de
peliculé se deposita un primer electrodo 2 sobre una parte de la su-

perficie del substrato, como se muestra en las Figs. 1 y 2 y, de mo-

" do similar, se deposita también una capa conductora 3 sobre otra par-

te de la superficie del substrato. Las capas conductoras 2 y 3 pueden
ger depositadas por los procedimientos usuales de evaporacidn, es de-
ciry por evaporacidn por rayo eléctrdnico o por las técnicas tipicas

de "supttering". Estas capas 2 y 3 pueden ser de cualquier materieal
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conductor adecuado, como oro, plata, paladio, etc. En este ejemplo,
las capas 2 y 3 se aplicaron a la superficie usando las técnicas nor-
males de pantalla de malla; la pantalla que se empled fue una de 200
mzllas de acero inoxidable. La aplicacién del electrodo base 2 y del
conductor 3 se hizo a través de la malla de acero usando para ello
una tinta metflica, la DuPont 7881, que contiene un 70% de oro., El
espesor de las capas 2 ¥ 3 enera de unas 12 a 50 milésimas de mimime=
tro.

En el paso siguiente se deposita el dieléctrico 4 gobre una
parte al menos del electrodo base 2, como se muestra en las Figs. 1
y 2. La aplicacién del dieléctrico pueden hacerse con una espltula,
por rociado o con pantalla de malla. En esta realizacién hacemos uso
para esta aplicacidn de una pantalla de 200 mallas de acero. En un
mezclador se hace la composieidén de 100 partes en peso de diéxido de
titanio y de otras 100 partes en peso del Frit 45, afladiendo un vehi-
culc adecuado para el paso por la pantalla de_modo que la mezcia pue~
da ser facilmente aplicada al electrodo base 2 a través de la misma.
El vehiculo empleado eﬁ esta realizacidén fue el Medium R, suministra-
do por la Ceronics, Inc. de Matawan, 'New Jersey, el cual se acompo-
ne de un 92% de terpencl alfa beta y un 8% de celulosa etflica. Como
se muestra en la Fig. 3, el dieléctrico & puede estar congtituido
por una primera capa 5 y una segunda capa 6. Esta mezcla de 100 par-
tes en peso de didxido de titanio y 100 partes en peso de Frit 45 se
aplica sobre una parte de la superficie del electrodo base 2 y cons=
tituye el primer revestimiento de dieléctrico 5. Este primer revesti-
miento de dieléctrico tiene una viscosidad de unos 10.000 + 10% poi-
ses y debe ser a continuacién cocido para que cure. Empleando el hor=-

no transportador Mechtronics F1 que se encuentra en el comercio se ha
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ce el codido del electrodo base 2 y del primer revestimiento 5 del
dieléctrico Q.a una temperatura de aproximadamente 8509C. y con una
velocidad del transportador de unos 9,5 mm. por minuto. El segundo
revestimiento 6 es aplicado de modo similar sobre el revestimiento
5, usando unicamente el Frit 45 con la adicidn del vehfculo Medium
R; Cuando la relacibén del Frit 45 al Medium R es de aproximadamente
4:1, el segundo revestimiento puede ser ya curado, pudiendo ser usa=-
do también el horno Metronics Fl de transportador, cociéndose este
segundo revestimiento a unos 9502C. y con una marcha de unos 25 mm.
por minuto. En el caso de que para cocer los revestimientos dieléc-
tricos 5 y 6 fuese usado un horno estédtico, podria hacerse a las
mismas temperaturas que se ha indicado, teniéndo ello lugar para ca-
da capa en unos intervalos de unos &4 a 10 minutos. Este revestimien-
to conjuntb 4 puede tener de unas 12 a unas 50 milésimas de minime-
tro.

A con@inpaéién se forma el contraelectrodo 7 sobre la sue~
perficie expﬁesﬁa;del dieléctrico L4, con extensidén sobre el conduc~-
tor 3. Como la capa de dieléctrico 4 cubre desde las zonas de la su-
perficie‘dé} electrodo base 2 hasta las superficies contiguas a las
mismas del substrato 1, el contraelectrodo 7 no entra en contacto en
el electrodo base 2, quedando, por tanto aislado del mismo. El con-

traelectrodo 7 puede ser aplicado usando unas técnicas similares a

. las descritas para la formacién del depdsito del electrodo base 2 y,

gq?el‘caso_de que se usen las mismas técnicas de pantalleado que se
descripieronAanteriormente. podra también emplearse la tinta conduc-
tora DuPont 7881 ya mencionada. Cuando el contraelectrodo se aplica
en forma de tinta conductora se pude curar cociéndole a una tempera-

tura que oscile entre 800 y 12002C. Una temperatura comprendida den-
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tro de unos limites similares es la que puede usarse para curar las
capas 2 y 3 si este curado se lleva a cabo independientemente para
cada una de dichas capas. El valor de la capacidad real viene enton-
ces determinado por la constante dieléctrica, el espesor de la capa
de dieléctrico y la superficie de la placa conductora comiin a ambos,
al electrodo base 2 y al contraeiectrodo 7. Una dimensién tipica para
esta placa puede ser la de aproximadamente71,27 mm. de lado.

El condensador de pelficula puede ser a continuacibén encap-
sulado adecuadamente depositando un material de vidrio de encapsular,
como puede ser el DuPont 8185 que es basicamente un vidrio de bhoro-
silicato de plomo. El encapsulante se aplica sobre el elemento capa-
citivo y partes de la superficie del substrato de modo que unicamente
sobresalga hacia afuera una parte del electrodo base 2 y del conduc-
tor 3, formando los terminales del elemento capacitivo final. El en-
capsulante pude ser aplicado usando las técnicas que se han descrito
antericrmente de pantalleado con mallas metdlicas y vehiculos para el
paso de las mismas y puede ser curado a una temperatura de unos 5259C
Si para este curado se emplea el horno transportador Mechtronics F1
antes mencionado, la velocidad de avance del mismo puede ser de unos
25 mm, por minuto. El revestimiento encapsulante final 8 se represen~
ta en lag Pigs. 1 y 2.

El proceso que se ha descrito utilizando esta formulacién
especificamente identificada @a como resultado la obtencién de un

condensador de las siguientes caracterfsticas:

: 2
Capacitancia superficial 1200 pf/cm
Tensién de ruptura 800 voltios

Fuga a una temperatura de 1252C 0,4% en 3800 horas

Resistencia del aislamiento 2x1012 ohmios a 10 Voltios



160

165

170

175

180

388080

Q ™ 200 a 200 MHz
Q™ 10 a 900 MHz

7.

Debe hacerse notar que puden ser obtenidos uno; resultados
razonablemente satisfactorios con el uso para el dieléctrico & de
unas composiciones de 33,3 a 300 partes en peso de fritura de vidrio
respecto a 100 partes en peso de dioxido de titanioc y unas tempera-
turas que oscilen entre aproximadamente 800 y 9500C.

También debe notarse gue la capa de dieléctrico 4 puede es-
tar constitufdes por un solo revestimiento formado por las composicio-
nes anteriormente descritas. Un ejemplo tipico de ello puede ser las
formada por 100 partes en peso aproximadamente de didxido de titanio
y 100 partes en peso de Frit 45, Por supuesto que puede ser similar-
mente aplicado un segundo revestimiento con la misma composicibn, haw
ciéndose el cocido de cada uno de dlos independientemente como fue
descrito con respecto a la realizacidn principal.

En otro ejemplo tipico en el que se emplean dos revesti-
mientos diélectricos el primero puede tipicamente consistir en solo
dibxido de titanio y el segundo en solo Frit 45, siendo ambos re
vestimientos cocidos incependientemente o, incluso, cocidos a la vez
en una sola uvperacibébn del proceso.

Debe entenderse que la anterior descripcién de unos ejem-
plos especificos de este invento se da unicamente a modo de ejemplo
¥ que no debe ser comsiderada como una limitacidén de la finalidad del
invento,

Este invento corresponde a una solicitud de patente formu~
lada en los Estados Unidos el dia 9 de Febrero de 1970, sefialada con
el N2. 9767 y se acoge, por tanto, a los beneficios que otorgan los

convenios internacionales vigentes.



185

190

195

200

205

210

Los puntes de invencidn propia y nueva que se presentan

para que sean objeto de esta patente de veinte afios son los siguien=-
tes:

1, Un método para la fabricacién de un condensédor de peli-
cula para alta frecuencia que comprende los pasos de: formacidn de un
depbsito metdlico sobre un substrato; formacién de un depbsito de dig
léctrico sobre al menos una parte del mencionado primer depbsito me=-
tdlico, estando formado dicho dieléctrico aproximadamente por 100
partes en peso de didéxido de titanio y de 33,3 a 300 partes en peso
de un fritado de vidrio que contimne silice, boro, cadmio, bismuto,
cinc y plomo; cocido de dicho dieléctrico a una temperatura de apro-
ximadamente 800 a 950eC., y formacidn sobre dicho dieléctrico de un
segundo depbsito metédlico.

2. Un método de acuerdo con la reivindicacién 1 en el que

dicha primera capa metllica es depositﬁda pasando sobre el substra-
to una tinta metiAlica, a través de una pantalla de malla adecuada y
cociéndo dicha tinta a una temperatura que oscile entre unos 800 y
1200¢0C,

3. Un método de acuerdo con la reivindicacé¢iédn 1 en 12 que el
depdsito de dicho dieléctrico se efectlia en las cuatro etapas de: de
pbsito de un primer revestimiento dieléctrico a través de una panta-
1la de malla sobre una parte al menos de dicho primer depbsito meté-
lico, estande contitnuido dicho primer revestimiento dieléctrico por
100 partes en peso aproximadamente de didxido de titanio y 100 partes
en peso aproximadamente de fritado de vidrio; fritade a unos 850¢C.
de dicha primera capa metilica y de dicho primer revestimiento; de~

pbdsito a través de una pantalla sobre dicho primer revestimiento

(%
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dieléctrico de ﬁn segundo revestimiento dieléctrico que contiene di-
cho fritado de viédrio, y fritado del mencionado segundo revestimien-
to a una temperatura de unos 9509C,

4, Un método de acuerdo conm la reivindicacién 3 en el que
el cocido de dichos primero ¥y segundo revestimientos se lleva a cabo
eh aproximadamente 4 a 10 minutos.

5. Un método de acuerdo con la reivindicacién 2 en que di-
cha pri mera capa metdlica se compone aproximadamente um 70% de oro.

6. Un métode de acuerdo con la reivindicacién 1 en el que
dicha segunda capa de metal se deposita sobre dicho dieléétrico pasan
do una tinta metllica a través de una pantalla y cociendo dicha se-
gunda capa de metal a una temperatura de unos 800 a 1200¢C.

7« Un método de acuerdo con la reivindicacién 6 en el que
dicha segunda capa metilica se compone de aproximadamente un 70% de
Oroe.

8. Un método de acuerdo con la reivindicacidén 1 en el que
el mencionado dieléctrico se compone de por lo menos un primer reves~
timiento de una mezcla de unas 100 partes en peso de dicho didxido de
titanio y wunas 100 partes en peso de dicho fritado de vidrio.

9. Un método de acuerdo con la reivindicacién 8 en el que
dicho dieléctrico se compone alemis de un segundo revestimiento de
una mezcla de aproximadamente 100 partes en peso de dicho dibxido de
titanio ¥y unas 100 partes en peso de dicho fritado de vidrio.

10. Un método de acuerdo con la reivindicacién 3 en que
dicho primer revestimiento dieléctrico tiene una viscosidad de unos
1.000 poises y dicho segqydo revestimiento dieléctrico tiene una visg
cosidad de unos 1.20C poises.

1l. Un método de acuerdo con la reivindicacién 1 en que di

3
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10.
cho dieléctrico esté compuesto de un primer revestimiento de dicho
Qidxido de titanio y de un segundo revestimiento de dicho fritado de
vidrio.

12, Un método de acuerdo con la reivindicacidén 1 en el que
las partes que se superponen de dicha primera capa metalica, de dicho
dieléctrio y de dicha segunda capa metélica constituyen el menciona-
do condensador, comprendiéndose, ademds los pasos de! formacibn sobre
dicho condensador de un cdepdsito de vidrio de borosilicato de plomo,
y cocido de dicho vidrip de borosilicato de plomo a una temperatura
dé unos 5250C. para el encapsulado de dicho conflensador.

13. Un método de acuerdo con la reivindicacién 1 en el que
dichas primera y segunda capas de metal son depositadas por el méto~
do de evaporacidn con chorro electrdnico.

1k, Un método de acuerdo con la reivindicacidn 1 en el que
el mencionado substrato se compone de un material cerimico elegido en
tre un grupo constituido por alimina, berilia y esteatita.

15. Un método en el que la composicidén del material dieléc~
trico es de 100 partes en peso de didxido de titamio y de 33,3 a 300
partes en peso dé un fritado de vidrio conteniéndo silice, boro, cad~
mio, bismuto, cinc y plomo.

16. Un método de acuerdo con la reivindicacidén 15 en el que
el contenido de plomo de la composicibén es de aproximadamente un
8,6%.

17. Un método de acuerdo con la reivindicaeién 15 en que
el contenido de dicho fritado es de aproximadamente 300 partes en Pe
so y en que el contenido de dicho dibéxido de titanio es de aproxima-
damente 100 partes en peso.

18. Un método de acuerdo con la reivindicacién 15 en que

(M€
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11.
el contenido de dicho fritado es de aproximadamente 100 partes en pe-
so y el contenido de dicho éxido de titanic es de aproximadamente 100
partes en peso.
19. Un método para la fabricacibn de un condensador de pe-

1fcula para alta frecuencia.

Tal y como se ha descrito en la Memoria que antecede, re-
presentado en el dibujo que se acompafia y a los fines epecificados.
Esta Memoria congta de once hojas escritas por una sola ca-

raae

warie, g FEB, 1971

EUGENICBAR W

\Secretario General——"
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